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TÓM TẮT  

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một phương pháp mới để chế tạo đầu dò 

tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) trên nền vật liệu đa lớp silic xốp (PSM) sử 

dụng phương pháp khử nhiệt. Cấu trúc PSM được lắng đọng các hạt nano bạc 

(AgNPs) sâu bên trong các lỗ xốp có khả năng khuếch đại tín hiệu tán xạ Raman 

cao nhờ diện tích bề mặt rộng và thời gian tương tác vật chất ánh sáng dài tạo ra 

tín hiệu SERS lớn giúp phát hiện các chất cần phân tích với độ nhạy cao. Đế SERS 

với hiệu suất tăng cường cao được sử dụng để phát hiện các phân tử chất màu 

xanh methyl (MB) với khoảng nồng độ 10-4M÷10-12M. Hệ số tăng cường của đế 

SERS đạt khoảng 2x108 tại nồng độ 10-8M của dung dịch MB. Giới hạn phát hiện 

các phân tử chất màu MB đạt được 10-10M. Kết quả này mở ra triển vọng mới trong 

lĩnh vực cảm biến khi sử dụng đế SERS trên nền vật liệu silic xốp và phát triển 

công cụ cảm biến cho các thiết bị tích hợp trên chip. 

Từ khóa: cấu trúc đa lớp silic xốp, hạt nano bạc, SERS, xanh methyl (MB), hệ số 

tăng cường (EF). 
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ABSTRACT 

This paper presents a new method to produce nanocomposite substrates using 

porous silicon multilayer (PSM) structure coated homogeneously with silver 

nanoparticles (AgNPs) named SCPSM. This SCPSM SERS substrate uniquely 

combines the ability of metal surfaces to amplify Raman scattering signals with an 

enlarged surface area and the increasing light-matter interaction duration that 

generates large SERS signals for the detection of chemicals. Structural properties of 

SCPSM substrate were examined via the field emission scanning electron 

microscope (FE-SEM) and Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX). The 

obtained results exposed that a uniform amount of silver is present throughout the 

depth of the nanoporous substrate. The proposed SERS substrate is verified by 

detecting methylene blue (MO) in solutions at ultralow concentration in the range 

of 10-12 - 10-4 M and the SERS enhancement factor achieved up to 2x108. Moreover, 

the limit of detection for MB molecules is below 10-10M. The ability of SCPSM 

substrate to detect low concentrations of target molecules opens the door to 

applications where it can be used as the detection tool for integrated, on-chip 

devices. 

Keywords: enhancement factor (EF), Methylene blue (MB), porous silicon 

multilayers (PSM), SERS, silver nanopaticles. 
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